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論    文    の    要    旨 
 審査対象論文は、次世代パワーデバイスとして期待されている SiC-MOSFET の破壊耐量に注目し、
その破壊メカニズムの解明ならびにその向上策を、実測と解析式ならびにデバイスシミュレーション技術















 イントロダクションならびに第１章にて SiC の材料物性や SiC パワーデバイスの特徴を述べ、SiC-







第３章では、SiC nチャネルMOSFETの UIS耐量ならびに負荷短絡耐量について市販 1200V クラ
ス SiC-MOSFET を用い詳細な解析がなされている。まず UIS 耐量について、デバイスシミュレーション




















MOSFET と pチャネルMOSFET を組み合わせることで初めて実現可能な相補型インバータ回路につ
いて、そのメリットを解説し p チャネル MOSFET 開発の重要性を説明している。相補型インバータ回路
はインバータの上アームと下アームが原理的に同時にオンすることが無いため、従来のインバータ回路に
必要なデッドタイムの設定が不要となる。そのためより高周波動作が可能となり、特に SiC-MOSFET を
搭載するインバータではそのメリットが大きいと解説している。シリコンでは p チャネル IGBT が 20 年以
上前に開発が試みられたが負荷短絡耐量が極めて小さいためその開発が中止となった経緯が説明され
ている。そのため本研究では、材料をシリコンから SiC に変え、かつ構造を MOSFET とすることで相補
型インバータ回路を実現するべく世界で初めて SiC p チャネル MOSFET を筑波大学で独自に試作し
た。耐圧 730Vで大きさ 3mm角の素子を試作し、その素子を使って負荷短絡耐量を評価・解析した。そ
の結果、SiC n チャネル MOSFET に対し破壊耐量で約 15％高いという結果が得られた。これについ
て第３章と同様デバイスシミュレーション等を使って詳細に解析した結果、以下のことが明確になったとし
ている。SiC p チャネル MOSFET は１）ゲート酸化膜と SiC 価電子帯のエネルギーバンドオフセットが




に対し 100 倍以上高い。このことから電流導通能力がかなり小さいため今回得られた結果からは p チャ
ネル MOSFET の方が明らかに n チャネル MOSFET よりも破壊耐量が大きいとは断言できないとして



























 平成 30 年 2 月 14 日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席
のもと、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員
によって、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
